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 )ليزرات البرم( في ليزرات أشباه الموصلاتتضمين البرم   :عنوان الرسالة 

 

 ملخص الرسالة:

أن إدخال برم الإلكترون بالإضافة إلى شحنته تعد مفتاح للتطبٌقات التً تشمل الخواص الكهربائٌة والمغناطٌسٌة وخاصة         
حدث نواا بٌن لٌزرات أشباه (فً لٌزرات أشباه الموصلات ،حٌث سمٌت باللٌزرات البرمٌة وهً الاSpintronicsالسبنترونكس )

 .الموصلات 
تم فً هذه الرسالة دراسة تأثٌر برم حاملات الشحنة الى امل لٌزر شبه الموصل ممثلا بلٌزر الانبعاث السطحً ذي التجوٌف      

 التفاضلٌة .( للمعادلات Runge - Kutta( وطرٌقة رونج  كتا )Matlab( اددٌا باستخدام برنامج الماتلاب )VCSELالشاقولً )

ان طرٌق دراسة حقن الاستقطاب إضافة إلى تأثٌر تٌار  (VCSEL)إذ تضمنت الدراسة تأثٌر برم الإلكترون المستقطب الى خرج لٌزر 

 .الحقن لاستخراج اتبتً اللٌزر للانبعاث المستقطب دائرٌا باتجاه الٌمٌن والانبعاث المستقطب دائرٌا باتجاه الٌسار
 Time( والتطور الزمنً له )Steady stateسترخاء البرم الى حركٌة اللٌزر البرمً مثل الحالة المستقرة له )كما دُرس تأثٌر زمن ا

evolutionوالتضمٌن المباشر لتٌار الحقن وحقن الاستقطاب أٌضا ). 
م ، كما أوضحت الدراسة أن بٌنت الدراسة أن اللٌزر البرمً ٌتأثر بشدة بتغٌر كل من تٌار الحقن وحقن الاستقطاب وزمن استرخاء البر

 .تٌار اتبة اللٌزر تنخفض بزٌادة حقن الاستقطاب لتصل إلى حوالً ربع اتبة اللٌزر  التقلٌدي 
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Absract of thesis: 
     

   The introducing of electronic spin with its charge is the key of many applications which used the 

electrical and magnetic properties of the electron  , (spintronics )and  semiconductor lasers. 

This concept gives up the newest type of semiconductor lasers called ( Spin Lasers ). 

In the  present thesis a numerical study of the effect of the carriers spin on the semiconductor lasers  

described by VCSEL using Matlab and Runge - Kutta method The study  includes the effect of the spin 

polarization in terms of the polarization injection and the injection current also to find the two 

thresholds  of right polarized  light and the left polarized one. 

The effect of the spin relaxation time on the dynamics of spin- VCSEL like the steady state time 

evolution and direct modulation of the injection current and the polarization injection were studied also . 

The study shows that the spin VCSEL affected strongly by the injection current , polarization injection 

and spin relaxation time. 

The present results show that the laser threshold can  reduced to quarter than that of conventional laser. 


